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【57】申請專利範圍
1.　一種覆晶式發光二極體之製造方法，包括以下步驟：
提供一第一基板；

執行一磊晶製程以於該第一基板上形成一半導體結構，其中該半導體結構自鄰接該第一

基板處起依序包括一第一半導體磊晶層、一發光層、一第二半導體磊晶層及一電流傳導

層，且該電流傳導層形成一接合面並定義一第一電極投影區域及一第二電極投影區域；

利用一擴散材料朝向該接合面執行一擴散製程，以於該電流傳導層內形成高摻雜濃度之

至少一路徑區域；

執行一接合製程以將一第二基板接合於該接合面上；以及

移除該第一基板並於該半導體結構鄰接該第一基板之一側形成一第一電極及一第二電

極，其中該第一電極之位置對應該第一電極投影區域且電性連接該第一半導體磊晶層，

且該第二電極之位置對應該第二電極投影區域且電性連接該電流傳導層。

2.　如請求項 1所述之覆晶式發光二極體之製造方法，其中該至少一路徑區域位於該第一電
極投影區域及該第二電極投影區域之最短連線路徑外之其他位置。

3.　如請求項 2所述之覆晶式發光二極體之製造方法，其中該至少一路徑區域更位於該第一
電極投影區域及該第二電極投影區域之最短連線路徑上。

4.　如請求項 1所述之覆晶式發光二極體之製造方法，其中每一該路徑區域係呈方形區域、
長條形區域、圓形區域、橢圓形區域、曲線狀區域、柵狀圖形區域、樹枝狀圖形區域或

放射狀圖形區域。

5.　如請求項 1所述之覆晶式發光二極體之製造方法，其中每一該路徑區域之摻雜濃度為該
電流傳導層於該至少一路徑區域以外之其他區域之摻雜濃度之 10至 10        3倍。
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6.　如請求項 1所述之覆晶式發光二極體之製造方法，其中於執行該接合製程前，針對該接
合面塗佈至少一接合材料。

7.　如請求項 1所述之覆晶式發光二極體之製造方法，其中該擴散材料係選自下列材料群組
之其中一者：鈹、鎂、鋅及鐵。

8.　如請求項 1所述之覆晶式發光二極體之製造方法，其中前述擴散材料係選用與該電流傳
導層之摻雜材料屬於同型之材料。

9.　如請求項 1所述之覆晶式發光二極體之製造方法，其中每一該路徑區域所形成之電流傳
導路徑具有一設定範圍內之阻值。

10.   一種利用如請求項 1至 9中任一項所述之覆晶式發光二極體之製造方法製成之覆晶式發
光二極體。

圖式簡單說明

圖 1為習知覆晶式發光二極體之結構示意圖。
圖 2為如圖 1之習知覆晶式發光二極體呈發光狀態之示意圖。
圖 3為本發明之覆晶式發光二極體之製造方法之流程圖。
圖 4為本發明之覆晶式發光二極體之製造方法中各步驟對應之製成結構示意圖。
圖 5A為本發明規劃之至少一路徑區域之第一實施例之示意圖。
圖 5B為本發明規劃之至少一路徑區域之第二實施例之示意圖。
圖 5C為本發明規劃之至少一路徑區域之第三實施例之示意圖。
圖 6為應用本發明之覆晶式發光二極體製造方法所製造之覆晶式發光二極體之結構示意圖。
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